Badanie odpornosci radiacyjnej detektorow typu PiN-dioda na
oddzialywanie z ci¢zkimi jonami.

Niszczenie detektoréw potprzewodnikowych przez promieniowanie jonizujace jest zjawiskiem
powszechnie znanym. W szczegolnosci odpornosci radiacyjne diod- typu PiN, uzywanych w
roznych uktadach pomiarowych, byly przedmiotem badan - w przesztosci. Zbadano reakcje
tych detektorow na wysoki strumien kwantow gamma [1], neutronéw [2], protondow i
elektronow [3]. Stosunkowo mato jest jednak prac przedstawiajacych skutki oddziatywania
strumienia ci¢zkich jonow z detektorami typu PiN-dioda. W 2004 roku opublikowano wyniki
badan uszkodzenia radiacyjnego PiN-diod o grubosci 300 pm naswietlanych stosunkow
lekkimi jonami Li o fluencji w zakresie od 1x10'? do 1,83 x 103 jonow/cm? [4].

Trudno jednak znalez¢ w literaturze szczegdlowe informacje o wptywie uszkodzenie
radiacyjnego na wlasnosci spektrometryczne detektorow. A to wtasnie pogarszanie si¢ jakosci
widma energetycznego rejestrowanych czgstek wyznacza zakres stosowalnosci detektora. Jest
to szczegolnie wazne przy projektowaniu uktadéw detekcyjnych, ktére majg pracowac przy
duzych strumieniach czgstek natadowanych.

Cwiczenie polega na probie kontrolowanego zniszczenia radiacyjnego detektora typu PiN-
dioda o grubosci 300 pum, ktore bedzie naswietlane kontrolowanym strumieniem jonow
12C/%Ne o energii 20 MeV/40 MeV. Uczestnicy beda mieli za zadanie zaobserwowaé i
zanalizowac jakosciowg 1 illo§ciowg zmiang wlasnos$ci spektrometrycznych detektora typu PiN-
dioda pod wptywem naswietlania ich strumieniem ci¢zkich jonéw. Liczbe czastek padajacych
na detektor bedzie kontrolowana przy wykorzystaniu zjawiska rozpraszania Rutherforda.
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